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背景：遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)の

一種であるMoS2は、比較的広いバンドギャッ

プ 1.3～1.9 eVを有するため可視光透明性に優

れ、また単層内の共有結合により高い機械的強

度を有するため、高精細 TFT LCDやフレキシ

ブルディスプレイへの展開が期待されている。

本研究ではMoS2のディスプレイ応用を目的に、

大面積・低温・低不純物薄膜作製手法として、

スパッタリング法によるMoS2成膜および有機

硫黄化合物を用いた硫化アニール[1, 2]による

膜質向上を行った。 

実験：MoS2薄膜はスパッタ法により 300°Cで

SiO2/Si基板上に堆積し、その後、500°Cで硫化

アニール処理を行った。硫黄原料は高い蒸気圧

を有し、安全性に優れる di-tert-butyl disulfide 

[(t-C4H9)2S2]を用いた[3]。層数はスパッタ時間

の調整により制御した。 

結果：断面 TEM観察により、SiO2/Si基板に対

し平行な層状 MoS2の形成を確認し(図 1)、ス

パッタ時間による層数制御(1～10 層)を確認し

た。XPS 多点測定および光学顕微鏡観察の結

果、スパッタ MoS2薄膜の cmスケールにわた

る層数均一性を確認した。硫化アニール処理を

施したスパッタ MoS2 の電気特性は、8k LCD

動作に相当するキャリア移動度を有し、またキ

ャリア密度はNormally-OFF動作[4]に求められ

る~1015cm-3の領域にまで低減された(図 2)。 

 

Fig. 1 Cross-sectional TEM image of the 10L 

MoS2 film on SiO2/Si substrate. 

 

Fig. 2 Hall mobility and carrier density of the 

as-deposited and the postdeposition sulfurization 

annealed 10L MoS2 films. 
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